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BF 167

Silizium-NPN-Planar-HF-Transistor
Silicon NPN Planar RF Transistor

Anwendungen: Geregelte FS-ZF-Verstarkerstufen in Emitterschaltung

Applications: Controlled video IF amplifier stages in common emitter configuration

Besondere Merkmale: Features:
® Kleine Riickwirkungskapazitat ® Small feedback capacitance
@ Leistungsverstarkung 26 dB ® Power gain 26 dB
® RauschmaB 3 dBB @® Noise figure 3 dB
® Regelbereich 60 dB ® Control range 60 dB

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

254 848 857 405

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Kollektor-Basis-Sperrspannung Ueso
Collector-base voltage
Kollektor-Emitter-Sperrspannung Ucko

Collector-emitter voltage

Emitter-Basis-Sperrspannung Uego
Emitter-base voltage

Kollektorstrom Ic
Collector current

Basisstrom Ig
Base current

Gesamtverlustleistung
Total power dissipation
lamb = 45°C Piot

Sperrschichttemperatur tJ-
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich lstg
Storage temperature range

B 2/v.2.500/0875 A1

AnschluB ,S"

mit Gehause verbunden
Terminal “S*

connected with case

Normgehause
Case

18 A4 DIN 41876
JEDEC TO 72
Gewicht - Weight
max. 0,5g

40 \
30 \
4 \
25 mA
3 mA
130 mw
175 °Cc
-65... +175 °Cc
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Wirmewiderstand Min.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung Ringa

Junction ambient

Statische KenngréBen
DC characteristics

famb = 25°C
Koliektor-Basis-Durchbruchspannung
Collector-base breakdown voltage

Ic = 10 pA Usriceo 40
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

Collector-emitter breakdown voltage

Io=2mA UgsrycEo ) 30
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
Emitter-base breakdown voltage

Ig = 10 pA UsriEBO 4

Basis-Emitter-Spannung
Base-emitter voltage
UCE=10V,IC=4mA UBEI)

np
) »f=0,01. p = 0,3 ms
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Typ. Max.
1000
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°C/W
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Min.
Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis
DC forward current transfer ratio
Dynamische KenngréBen
AC characteristics
tamb = 25°C
Transitfrequenz
Gain bandwidth product
Ucg =10V, [c =4 mA, f = 100 MHz ST
Riickwirkungskapazitat
Feedback capacitance
Ueg =10V, I =1mA, f =107 MHz Ciire
RauschmaB
Noise figure
UCB =10 V, IC =4 mA, RG =100 Q,
f =35MHz F
Leistungsverstéarkung
Power gain
UCE =25 V, [C =4 mA, UAGC =8V
f =35 MHz Gpe ™)
Regelbereich
Control range ,
Ungc=8..0V AGpe )
10 pF
Rca_l
L 33
! L4 pF
100 82
"1 1"
75880 Tfk +l Uage O- l+ Ye -0

MeBschaltung fur: G

Test circuit for: 46,

pe 4 Ype

%) siehe MeBschaltung
see test circuit

Typ.

57

350

Ry

26

60

Max.

MHz

pF

dB

dB

dB

Ly =21 puH
Ly =062 uH
L3=123 uH
Ly = 0.66 uH
RG =70 Q
RL =50 Q
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Vierpol KenngréBen
Two port characteristics

tamb = 25°C

Emitterschaltung
Common emitter configuration

Ueg =10V, Ic =4 mA, f =35MHz

KurzschiuB-Eingangsadmittanz
Short circuit input admittance

KurzschluB-Riickwartssteilheit
Short circuit reverse transfer admittance

KurzschluB-Vorwartssteilheit
Short circuit forward transfer admittance

KurzschluB-Ausgangsadmittanz
Short circuit output admittance
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Min. Typ. Max.
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* 72882 T'% * 72849 T
Iy Gpe
20 P
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